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Popis funkéniho vzorku:

V navaznosti na probihajici  studii -mikrostruktury, optickych a
elektrickych vlastnosti amorfniho hydrogenizovaného kremiku (a-Si:H),
transparentnich vodivych oxidii (TCO) a chovani rozhrani jednotlivych vrstev
byly zvoleny parametry pro  rust
tenkovrstvého soldarniho clanku na bazi a-
Si:H (Obr. 1). Pro rust p-i-n struktury byla
zvolena technologie plazmou podporené
chemické depozice z plynné faze (Plasma
Enhanced Chemical Vapour Deposition —
PECVD) za vyuziti ctyrkomorového
systemu AMOR V laboratorich DIMES
(DELFT,Nizozemi).
http://katana.dimes.tudelft.nl

Vyroba solarniho clanku probéhla
Viéchto  krocich. Sklenénd podlozka — Obr- 1. Schematické znazornéni
svrstvou 800nm SnO, (ASAHI U-type struktury tenkovrstvého soldrm_'ho
TCO) byla po chemickém cisténi viozena  Clanku s absorpcni vrstvou a-Si:H
do reakcni komory. Povrch TCO byl plazmochemicky cistén ve vodikové
atmosfére. Pro rist vrstvy s p-typovou vodivosti byla pouzita smés prekurzorii
SiHy4, BoHe (2% v Hy) a CHy. Po dalsim plazmochemickem leptani ve vodikové
atmosfére byla vytvorena prechodova vrstva (, Buffer layer”) SiC ze smési
prekurzorii SiH,, CHy4 a Hy. V SiHy atmosfére byla vytvorena intrinsicka (i)
vrstva, V niz je generovana velka veétsina elektronii a der. Vrstva s p-typovou
vodivosti byla vytvorena ze smési prekurzoru SiH; a PHs (2% Vv Hy). Zadni
kovoveé kontakty Ag a Al byly napareny.

Sled jednotlivych vrstev fotovoltaického clanku a jejich tloustky:
»  skleneny substrat — sklo Corning Eagle (1mm)
= ASAHI U-type (SnO,) TCO (800nm)
= p-typ a-Si:H (10nm)
» prechodova vrstva a-SIC:H (5nm)
» intrinsicka absorpcni vrstva a-Si:H (300nm)
» n-typ a-Si:H (20nm)
»  kovové kontakty Ag (40nm) a Al (300nm)

Parametry solarniho ¢lanku (Tab. 1) byly ziskany analyzou V-A charakteristiky
(obr. 2) merené za standardizovanych podminek tj. spektralni slozeni zareni
zdroje AM1.5, které odpovida slunecnimu zareni na Zemském povrchu pri
zahrnuti vlivu atmosfery.
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Tab. 1.: Parametry tenkovrstvého solarniho ¢lanku na bazi amorfniho kremiku
ziskané analyzou V-A charakteristiky (eff — ucinnost, Voc — napéti naprazdno,
FF —fill faktor

eff [20] [Voc [V] FF [-]
042 0.836 | 0.728

[-% characteristic of thin film sollar cell with efficiency 9.42%
0,0000

U 1]1] 1 E 7 i ——"

00010 4o

00015 4oeemeee e oo

“D:00200 L - m oo o i e

Current density [A/m2)]

[N RPN i T ) I Ry S KPI iy p

B B ] B L e T A A S R A T Sy S A R SR e ST

o
=]
=]
)
=]
N
=]
=]
=)
w

1.0
Vaoltage [V]
Obr. 2.: V-A charakteristika soldrniho clanku meérena pri standardizovanych
podminkdach AM1.5 na Oriel Corporation soldarnim simulatoru



